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Eksperimentlər göstərir ki, Şottki-qəbuledicilərin işlək temperaturunun ədədi qiymətləndirilməsi zamanı atmosferin şəffaflıq 

pəncərəsində həssaslığın ən yaxşı qiymətini almaq üçün onların həssaslığının uzun dalğalı sərhədi adi fotodiodun uyğun 

parametrindən böyük olmalıdır.  
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Şottki-qəbuledicilər üçün küyün iki mexanizmi əsas-

dır: çəpərdən keçən termoelektron emissiyası cərəyanının 

fluktuasiyaları ilə yaranan kəsr küyü və qəbulediciyə dü-

şən fon şüalanmasının təsiri ilə həyəcanlanan fotoelek-

tronların fluktuasiyaları nəticəsində yaranan fon küyü [1].  

Diod üçün aşağıdakı bərabərliyi yazmaq olar: 
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burada, J0 – əks sürüşmə zamanı doyma cərəyanı, q – 

elektronun yükü, V – tətbiq olunmuş gərginlik, k – Bols-

man sabiti, T – mütləq temperaturdur. Qısa qapanmanın 

küy cərəyanı:  
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burada, B – ölçmə traktının buraxma zolağının enidir. Sı-

fır sürüşmə zamanı diodun müqaviməti yəni, volt-amper 

xarakteristikasının mailliyi 
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olacaq. Onda, sıfır sürüşmədə cərəyan I=0 və (2) ifadəsi 

aşağıdakı şəklə düşəcək: 
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Bu isə tamamilə Conson küyü üçün ifadə ilə üst-üstə dü-

şür. Kifayət qədər böyük əks sürüşmədə J = -J0 (2) ifadəsi 

belə yazıla bilir: 
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Qısa qapanmanın küy cərəyanı üçün bu ifadə kəsr kü-

yündə daha tez-tez istifadə edilir. Im – termoelektron 

emissiyanın qaranlıq cərəyanı temperaturdan asılıdır. Bu 

asılılıq Riçardson formulu ilə ifadə olunur:  
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burada, T – detektorun Kelvinlərdə temperaturu, e – elek-

tronun yükü, k – Bolsman sabiti, A
*
 - Riçardson sabiti 

(onun silisiumda deşiklərin emissiyası üçün olan nəzəri 

qiyməti 32 A·sm
-2

K
-2

-dir), A – detektorun sahəsidir. Tem-

peraturun azalması ilə termoelektron emissiyası cərəyanı-

nın orta qiyməti və onun fluktuasiyaları azalır. Ona görə 

də, hər hansı kifayət qədər kiçik temperaturda fon küyü 

üstünlük təşkil edəcəkdir. İşdə göstərilir ki, fon küyünün 

fotovoltaik qəbuledicilərdə (FV), o cümlədən də Şottki – 

fotodiodlarında bütün digər küy mənbələrindən üstün ol-

ması şərti aşağıdakı bərabərsizliyin ödənilməsidir:  
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burada, R0(Om) – detektorun qaranlıq müqaviməti, 

A(sm
2
) – detektorun sahəsi,    QF(λ) – dalğa uzunluğu   

λ<λ0(sm
-2

·с
-1

) olduqda fotonların fon selinin sıxlığı və 

Y(λ)  - isə bu dalğa uzunluğunda detektorun kvant çıxı-

şıdır. Şottki -qəbuledicisində  
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olduğundan, bu şərt bütün dalğa uzunluqlarına görə in-

teqrallama aparıldıqda aşağıdakı şəklə düşür: 
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(9) ifadəsi Şottki-qəbuledicisinin fotohəssaslığın 

uzun dalğalı sərhədindən asılı olaraq OF – rejiminə daxil 

olması temperaturunu təyin edir. Şottki-qəbuledicilərin iş-

lək temperaturlarının ədədi qiymətləndirilməsində nəzərə 

almaq lazımdır ki, atmosferin şəffaflıq pəncərəsində ən 

yaxşı həssaslıq almaq üçün onların həssaslığının uzun dal-

ğalı sərhədi adi diodun uyğun parametrindən böyük ol-

malıdır. Ona görə də, Şottki - qəbuledicisinin işlək tempe-

raturu qismində 3÷5 mkm buraxma pəncərəsində 80K, 

8÷14 mkm pəncərə üçün isə Т ≤ 40
 
К götürülməlidir.    

ОF – rejimində Şottki-qəbuledicisinin işlədiyi zaman 

onun küyü, adi fotorezistor və ya fotodiodlarda olduğu 

kimi, fon şüalanmasının intensivliyi ilə təyin olunur [2]. 

Fon küyünün orta kvadratik qiyməti qəbulediciyə düşən 

fon şüalanmasının orta intensivliyindən asılıdır: 
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burada, 
2

kn - fotoelektronların (fotodeşiklərin) kon-

sentrasiyasının fluktuasiyalarının orta kvadratik qiyməti,  

 Q 
 - isə fon şüalanmasının həssas elementə düşən ν – 

tezlikli foton selinin orta sıxlığıdır:   
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Məlum metodikadan istifadə etsək, OF – rejimində 

Şottki-qəbuledicisinin spektral aşkaretmə qabiliyyəti üçün 

aşağıdakı ifadəni ala bilərik:  

 

                                        

 
 

 
0

1
22 2

0* 0
h hh h

D c c Q d
h h



  
  

 





  
    

    
                                       (12) 

 

Şottki – çəpərinin hündürlüyünün müəyyən qiy-

mətləri üçün (12) ifadəsindən hesablanmış asılılıq şəkil 1-

də verilmişdir (с = 10% eV  и ТF = 290
0 

К). Elə bu 

qrafikdə müqayisə olaraq kvant effektivliyi vahidə 

bərabər olan və uzun dalğalı sərhədin eyni qiymətləri 

şərtində adi foton şüalanması qəbuledicisi üçün analoji 

asılılıqlar göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 1. Ф0 = 0,1 eV (əyri - 1); 0,2 eV (əyri - 2) и 0,3 eV (əyri - 3) olduqda Şottki fotodiodunun gətirilmiş aşkaretmə  

              qabiliyyətinin spektral asılılıqları.  

 

Şəkildən görünür ki, adi qəbuledicilərlə müqayisədə 

uzun dalğa sərhədinə yaxın – uzun dalğalarda Şottki qə-

bulediciləri kifayət qədər kiçik D*(λ) – qiymətini alırlar.  

OF – rejimində işləyən Şottki-qəbuledicilərin aşkar-

etmə qabiliyyətini artırmaq üçün adi foton qəbulediciləri 

ilə işləyərkən olduğu kimi fon şüalanmasının intensivliyi-

ni soyudulan diafraqma və ya lazım olan işlək spektral 

interval süzgəcləri vasitəsi ilə azaldırlar (şəkil 2).  

Şəkil 2-də göstərilmiş asılılıqların hesablandığı ana-

litik ifadələr (12) bərabərliyində inteqralın uyğun dalğa 

uzunluqları intervalına görə açılması ilə də alına bilər. 

Aydındır ki, Şottki-qəbuledicilərində inteqral aşkaretmə 

qabiliyyəti, spektral aşkaretmə qabiliyyəti kimi mütləq 

qiymətinə görə, adi foton qəbuledicilərində olduğundan 

kifayət qədər kiçikdir. Onların həm də fotohəssaslığın 

uzun dalğalı sərhədinin vəziyyətindən asılılığı da fərqlə-

nir: əgər adi qəbuledicilər üçün şüalanma siqnalının bu-

raxma pəncərəsinin uzun dalğalı sərhəddən λ0 – sürüşməsi 

ən yaxşı halda aşkaretmə qabiliyyətini azaltmırsa, inteqral 

aşkaretmə qabiliyyətinin maksimal qiyməti yalnız λ0 –ın 

uyğun buraxma pəncərəsinin uzun dalğalı sərhədindən bö-

yük olduğu zaman əldə olunur. 
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Şəkil 2. D*(λ) – inteqral kəmiyyətinin Δλ = 3-5 mkm (əyrilər 1 və 1/) и Δλ = 8-14 mkm (əyrilər 2 və 2/) şəffaflıq pəncərəsində  

             Şottki-diodların həssaslığının uzun dalğalı sərhədinin vəziyyətindən asılılıqları.  

 

Beləliklə, 3÷5 mkm pəncərə üçün inteqral aşkaretmə qa-

biliyyətinin maksimal qiyməti fon şüalanmasının həssas 

elementə 0–dan  λ0 mkm-a qədər bütün spektral oblastda 

düşdüyü zaman λ0=7 mkm-ya və fon şüalanmasının siqnal 

şüalanması ilə eyni spektral oblastda düşdüyü λ>20 mkm-

ya uyğun gəlir. Şottki-qəbuledicilərin bu xüsusiyyəti daxi-

li fotoemissiyanın kvant çıxışının xüsusi növ spektral ası-

lılığı ilə təyin olunur:  
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Uzun dalğalı sərhədin artması verilmiş dalğa uzun-

luqları intervalında kvant effektivliyinin artmasına gətirir 

ki, bu hadisə adi qəbuledicilərdə müşahidə olunmur. Belə-

liklə, Şottki-qəbuledicilərdə atmosferin şəffaflıq pəncərə-

sində aşkaretmə qabiliyyətini nəzəri olaraq potensial 

çəpərin hündürlüyünün kiçikqiymətlərini təmin edən 

materiallardan istifadə etməklə artırmaq mümkündür. La-

kin, bu zaman həssas elementin soyudulma temperaturunu 

aşağı salmaq lazımdır.   

İlk baxışdan elə gəlir ki, ənənəvi foton qəbulediciləri 

həssaslıqlarına görə Şottki-qəbuledicilərinə nisbətən üs-

tündürlər. Lakin, bu yalnız “yüngül” təsir qəbulediciləri 

üçün düzgün olub siqnal toplanan qurğulara aid deyildir. 

Siqnal toplanması olan qəbuledici qurğular OF rejimində 

işləyərkən, siqnal/küy nisbəti siqnalın toplanması TT – za-

manı və η – kvant effektivliyinin (Şottki- qəbulediciləri 

üçün Y – kvant çıxışı) hasilinin kvadrat kökündən təyin 

olunur. Ona görə də, yükün toplanması rejimində Şottki- 

qəbuledicilər üçün kvant çıxışının kiçik qiyməti siqnalın 

toplanması zamanının artması ilə kompensasiya oluna 

bilir. 
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ШУМЫ ФОТОПРИЕМНИКОВ С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ  

 
Выявлено, что при понижении температуры уменьшаются средняя величина тока термоэлектронной эмиссии и его 

флуктуации. Поэтому, при некоторой достаточно низкой температуре, преобладающим механизмом шума будет фоновой 

шум. 
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NOISE OF PHOTO RECEIVERS WITH SHOTTKY - BARRIER 

 
It is detected, that average value of current of thermionic emission and its fluctuations decreases at temperature decreasing. 

That`s why dominant mechanism of noise will be ambient noise at some sufficiently low temperature 
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